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ReZeni se tyk4d méfeni zdznami na
fotochemickych materidlech, zejména ve
vratvach fotorezisti, Zv1a5t3 pFi méfeni
jejich vliastnosti a pii hodnoceni vysledki

- technologickych operaci. P¥i mé¥eni po-
dobnyoh zé&znami Je obvykle nutné mé&fit
tloustku vrstvy zpracovaného fotochemic-
Xého materidlu, nebo rozdily v tloustce.
UZivané pFristroje jsou ndkladné a m&feni
byvé Casové nbdrodné. Podstatou vyndlezu
io vyuZiti skute&nosti, %e rozloZeni

ntenzity svétla v difraktogramech, vzni-
kajicich ohybem svétla na ekvidistant-
nich obrazovych prvcich, se godstatnym
zgﬁsobem-mént,pii zméné tlow %kiﬁ(popi.
absorpce) t&chto obrazovych prvki.
P#1 postupu podle vyndlezu se na vratva ~
fotochemického materidlu naexponuje ob-
razec, obsahujici ekvidistantni prvky,
exponovany materidl se zpracuje a vznik-
1§ obraz se vlo%i do difraktometru.
Zm&¥i se hodnoty charskterizunjici inten-
zitu zéteni v ohybovych maximech, piislu-
Sejicich ekvidistantnim prvkim obrazu
(zejména hodnoty umdrné t&mto intenzitim
gOp « Jejich logaritmim) a podetnim pos-

upem se stanovi vyska reliéfu tvoreného
obrazovimi prvky, pop¥. i st¥ida tohoto
reliéfu. Prednosti foetupu podle vynélezu
je moZnost mdfit relativné rychle a s
pouiitim ménd ndkladné aparat i vellmi
malé tloustky obrazovych z&znamu.
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Vynélez se tyké méieni zéznami na fotochemickych materiélech,

zejména ve vrstvach fotorezistd, zvla¥té pii méreni jejich

vliastnosti a pii hodnoceni vysledki technologickych operaci

Nékteré fotochemické materi&ly, zejména fotorezisty,
poskytuji po ozéa¥eni a nésledujicim zpracovéni ve vhodném plynném
nebo tastéji kapalném prostiedi (tzv. vyvojce) obraz, tvorteny
oblastmi, jejichiZ tloustka z4visi na ozéfeni. V praxi jsou
nejb&2n&j§i pripady, kdy zéznam (obraz) tvori dilem oblasti
s odhalenou podlozkou, dilem oblasti pokryté vrstvou zpracovaného
fotochemického materidlu; tyto vrstvy chré rf podloZku pii lepté-
ni apod. P¥i m&feni vlastnosti téchto materidli (zejména senzi-
tometrickém a mikrosenzitometrickém) a déle pii technologickych
aplikacich, je nezbytné nebo G¥elné, m&iit tloustku vrstev
vzniklych zpracovénim fotochemického materiélu, popfF. rozdily
v tloustce na razné exponovanych mistech. K tomu se uZivaji zej-
ména mechanické, interferometrické a elipsometrické metody.
Pot¥ebné zaiizeni jsou zpravidla sloZité a nékladné a méFeni je
obvykle &asové néro&né. zvlast obtiiné je m&¥eni vrstev s velmi
malou tloudtkou (napi. n&kolik desetin mikrometru a méng).

Uvedené nedostatky nemé& postup podle vynélezu, jehoZ podsta-
tou je postup umoZnujici vyurit skute&nosti, %e rozloZenfi inten-
zity zéfeni v difraktogramech, vznikajicich ohybem svétla na
ekvidistantnich obrazovych prvcich, se podstatnym zpusobem m&nf{
pii zmé&né tlouifky (popitipad& absorpce) téchto obrazovych prvki.

_ Prednosti postupu podle vynélezu spolivaji piredeviim v tom,
Ze k uskutedn&ni postupu postati i relativné jednoduchy a mélo
nékladny difraktometr a Ze m&ifeni i vyhodnoceni vysledki mé&ien{
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je rychlé. Pro m&ieni a vyhodnocenf lze pouZit automatizovanych
postupli. Zpisob m&*eni podle vynélezu je zv163% vhodny pro méenf

malych tloustdk nebo rozdilt v tlousfce.

klad
Fri Pri m&Feni zéznamu, vytvhieného ve vratvé fotochemického ma-

teridlu na nosné podloice, se aktinickym zé&Fenim na vrstvu mate-
ridlu naexponuje obrazec, obsahujici soustavu ekvidistantnich
prvki. K tomu se pouZije bud zvlastni zkuSebni obrazec (napi.

pri senzitometrickém m&feni; pak je zvla¥té& vhodny obrazec tvoie-
ny soustavou rovnob&inych svétlych a tmavych &ar), nebo obrazec
pouzivany k technologickym operacim, které maji byt kontrolovény,
apod. (jestliZe obrazec bud sém obsahuje ekvidistatni prvky,

nebo je moiné takové prvky do n&j pro m&feni zaiadit). Ozéieny
materifl se zpracuje zplsobem, ktery je pro néj piedepsén nebo
zvolen a podloZika s takto vzniklym z&znamem se umistf do difrakto-
metru. Zm&i*i se hodnoty' (absolutnf &i relativni) intenzity zéieni
v difrakénich maximech, odpovidajicfich ekvidistantnim obrazovym
prvkim. Tyto hodnoty samy mohou byt mirou dosaieného vysledku
(népf, pii zjiB%ovéni, zda opakovéni technologické operace po-
skytlo shodny vysledek), nebo se z nich poletnd stanovi tloustka
(vy8ka) reliéfu tvoi*iciho zéznam, popiipadé téZ stiida tohoto
reliéfu. M&Feni z&vislosti vysky reliéfu na expozici &i jeho
logaritmu charakterizuje senzitometrické vlastnosti mé&i‘eného
fotochemického materiflu, analogické zévislost sti*idy obsahuje
informaci o mikrosenzitometrickych vlastnostech materiélu.

Postupu podle vynédlezu lze vyuZit zejména pi‘i m&¥enf vlastnos-
ti fotochemickych materiéld a pii hodnoceni vlastnosti zéznami,
vytvoienych z t&chto materidld, zvl4§té piti m&reni tloustky
fotorezistovych masek apod., pro kontrolu a optimalizaci tech-
nologickych postupli. Postupu podle vynélezu lze poufit i k mdFent
zéznamd na materiélech, které na zmény » expozici reaguj{ zm&nami
absorpce svétla. Zde lze postupu vyuiit zejména k méifeni stiidy
obrazu ekvidistantnich prvki p¥i hodnoceni mikrosenzitometrickych
vliastnosti materiéli.



PREDMET VYNALEZU
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Zpisob w&feni zéznami na fotochemickych materiélech,
vyznaleny tim, %e na vrstvu fotochemického materiélu se akti-
nickym zé¥enim exponuje obrazec obsahujici ekvidistantni obra-
zové prvky, zéznam se po zpracovéni exponované vrstvy fotoche-
mického materiélu umisti do difraktometru a stanovi se velidiny
charakterizujici intenzitu zé¥eni v difrak&nich maximech odpo-
vidajicich ekvidistantnim obrazovym prvkim. ‘ '
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